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and (010)surface samples 
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【序論】 

β-Ga2O3は約 4.8eVのバンドギャップを持ち次世代のパワーデバイス材料として期待されている。近

年、大型高品質結晶が育成できるようになり[1]、前回、我々は(-201)面のβ-Ga2O3単結晶の白色 X線ト

ポグラフィー観察を行ない、結晶欠陥の観察を行ったが[2]、今回は B 面方位結晶の単色 X 線トポグラ

フィー観察を行い、(-201)面と B面を比較することで結晶欠陥に関する知見を得たので報告する。 

【実験方法】 

 測定試料はタムラ製作所製の Edge-defined Film-fed Growth(EFG)法で[010]方向に引き上げた(-

201)を主面とする結晶と、その断面である(010)面(B面)の結晶である。観察は欠陥密度の高い領域で行

っている。X 線トポグラフィーの測定は九州シンクロトロン光研究センター(SAGA-LS)のビームライン

BL09A で行った。(-201)面の試料には約 9keV の単色 X 線を入射し、試料角度 4°、検出器角度 92°の

反射配置で行った。断面の(010)面の試料には約 10keVの単色 X線を入射し、試料角度 10°、検出器角

度 101°の反射配置で行った。 

【実験結果及び考察】 

図 1 に(-201)面と、断面の(010)面の試料の X 線トポグラフィー像を合わせて示す。(-201)面での転

位が(010)面の転位と対応していることが分かる。(-201)面の試料には引上げ方向[010]に沿って列状に

配列した転位列が観察されるが、それらの欠陥の一部は断面(B面)から観察すると、[100]方向(a方向)

または、[001]方向(c方向)に延びていることが分かった。その機構は検討中である。 

【結論】 

 シンクロトロン光を用いて EFG成長β-Ga2O3単結晶の X線トポグラフィー観察を行った。(-201)面に

[010]方向に沿って配列した転位列は a方向または c方向につながっていることが分かった。 
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